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1. Introducdo

Um microssensor baseia-se em um dispositivo
micrométrico no qual se utiliza a tecnologia MEMS
(do inglés Sistemas Microeletromecanicos). Um
exemplo dessa tecnologia € a utilizada na fabricacao
de sensores de pressdo, baseado em piezoressitores
difundidos em uma membrana de silicio. Uma
determinada pressao aplicada @ membrana resultara
em variago na resisténcia dos piezoresistores [1].

O objetivo deste trabalho ¢ analisar a difusdo do
dopante tipo n em uma ldmina de silicio tipo p
seguida da corrosdo de silicio para determinagdo da
resistividade em fung¢do da profundidade. A
funcionalidade dos piezoresistores, neste caso
resistores do tipo n, para a correta determinacao da
pressdo na membrana de silicio, ¢ diretamente
dependente do controle da resistividade apos a etapa
de difusdo de dopantes [2,3].

2. Metodologia

Para o estudo da dopagem foram utilizadas
laminas de silicio CZ polidas (7,5 cm de didmetro,
tipo p, orientagdo cristalina <100>, 350 um
espessura ¢ resisténcia de folha média (Rs) de 154
Q/o. Para a dopagem foi utilizada uma fonte liquida
sintetizada com os seguintes reagentes quimicos:
tetraetilortosilicato (10,0 mL), alcool isopropilico
(23,5 mL) e solugao de H;PO,4 de 3,8 mol/L. Para a
difusdo do fosforo (tipo n), 1 mL da solucdo foi
uniformemente distribuida sobre as Ildminas e
aquecidas a 1150 °C em 45 min.

A analise da concentracao de fosforo ([N]) foi
obtida por meio do simulador PV Lighthouse [4],
baseadas em medidas elétricas de resisténcia de
folha (Rs) na superficie ¢ em profundidade, apods
corrosao por plasma de SFs do silicio (100 mTorr e
25 sccm). Para a medida em profundidade, pela
técnica de perfilometria, criou-se, para cada tempo
de corrosao, um degrau cujo desnivel correspondia a
espessura do silicio corroida (t). A resistividade
calculada (p) foi obtida pela Equagio 1.

p= Rs"t (D

3. Resultados

A Tabela I mostra os resultados obtidos apos a
corrosdo do silicio em diferentes tempos. A taxa de
corrosdo média foi de (161 £ 8) nm/min.

A resisténcia de folha indica que a maior
concentracdo de dopantes de fosforo estd na
superficie, menor valor de resisténcia, e diminui com
a profundidade, maior valor de resisténcia, Figura 1.

Nas condi¢des utilizadas na corrosao por plasma,
ndo se alcangou a profundidade de juncdo.
Determinando-se a profundidade de junc¢ido pode-se
estimar a resisténcia elétrica média dos
piezoresistores, pois a concentragdo de dopantes nao
¢ constante com profundidade, e assim determinar
com maior precisao os valores de pressdo decorrente
da deflexdo da membrana de silicio quando da
fabricacdo dos sensores de pressao.

Tabela I — Andlise da profundidade por corrosao.

Tempo t R p IN]
(min) (um) (Q/o) (Q.cm) (at./em®)
Si s/ difusao - 154/p 5,39 2,56.10"
Si ¢/ difusdo - 6,48/n - -
1 0,16 10,18/n 1,63.10* 1,00.10°!
2 0,32 18,05m  5,78.10* 3,13.10%
6 0,97 2419m  235.102 9,49.10"
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Figura 1 — Variacdo da concentragdo de dopantes
e resistividade em profundidade.

2. Conclusées
Os resultados obtidos indicaram a variagdo da
concentragdo de dopantes e a resistividade do silicio
com a profundidade, pardmetro fundamental no projeto
dos piezoresistores utilizados na fabricagdo de
microssensores de pressio MEMS.
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